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La presente memoria descriptiva tiene como fin la
declaracién del objeto sobre el que ha de recaer el privile-
glo de explotacién industrial exclusivo en el territorio na-
cional de una Patente de Introduccién de acuerdo con la vigent
te Legislacidn que como el enunciado indica se trata de "PRO=
CEDIMIENTO DE FABRICACION DE UN DIODO DE SILICIO DE MEDIA PO~
TENCIAY,

El presente invento se relaciona con un proceso
de fabricacién de diodos de silicio aptos para circuitos elect
trénicos de media potencia, asegurando una calidad uniforme
¥ una gran estabilidad de las caracter{sticas tanto en senti-
do directo como en sentido inverso.

Dichos diodos enesencia constan de una tableta mo
nocristalina de silicio cuyo didmetro varfa segin el valor de
la intensidad deseada; dicha tableta se monta sobre un cuerpo
base y se encapsula.

La figura 1 representa un tipo de diodo realizado
con dicho procedimiento de fabricacién.

La figura 2 representa otro tipo de diodo con ter
minacidén en espdrrago roscado.

Las particularidades seflaladas son:

N2 1.~ Cuerpo base

N2 2.~ Tableta de silicio

Ne¢ 3.~ Terminal positivo

N2 4.- Cépsula

N2 5.~ Tubo aislador

N¢ 6.- Cable de conexién

N2 7.~ Estrapgulamiento

N¢ 8.~ Tubo inferior

N2 9.~ Terminal negativo
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N¢ 10.- Espérrago roscado

N2 11,- Aletas de refrigeracién

El cuerpo base puede tener la forma (1) represen-
tada en la figura 1, la forma (11) representada en la figura
2 6 cualquier otra segin el tipo de diodo de silicio;

Una vez conseguido la tableta de silicio, se somet
te a los terminales que han de ser utilizados a un tratamien-
to térmico en atmésfera controlada. Este tratamiento se debe
a que en el proceso de soldadura de encapsulado en el horno
de funcionamiento continuo es necesario gue el terminal sea
blando,

Seguidamente se realiza la soldadura de la table-
ta (2) al cuerpo base (1) y del terminal (3) al polo positivo
de la tableta (2). Esta operacién puede realizarse de dos ma-
neras completamente distintas: en horno con atmésfera contro-
lada y en mdquina semiautomédtica.

Por el primero se coloca sobre un Util el cuerpo
base y sobre éste la aleaccidn, tableta de silicio y el termit
nal introduciéndose el conjunto en un horno que se conecta
hasta adquirir temperatura mdxima y posterior enfriamiento
lento.

Por el proceso de soldadura de mdquina semiauto-
mética se dispone en la misma un elemento de gralito que lle-
va un taladro central donde se coloca la parte inferior (7)
del cuerpo base (1).

Se coloca la pastilla de silicio (2) y la aleac-
cidn. Por el elemento de grafito se hace pasar una intensidad
que desarrollard una potencia que calentard el conjunto, pro-

duciéndose la soldadura.

Con objeto de eliminar todos los elementos intro-
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ducidos en los procesos anteriores se somete a una operacién
de corrosién.

Después de haber eliminado los elementos que pue-
den originar pérdidas en las caracteristicas se procede a un
lacado de los bordes de la tableta de silicio y a un endure-~
cimiento de dicha laca.

Seguidamente se procede al encapsulado de la for—
ma siguiente:

Se introduce la cdpsula (4) de forma que el termi
nal (3) del pole positivo de la tableta (2) pase por el tubo
(5) aislado de la cdpsula, procediéndose a soldar la cépsula
(4) al cuerpo base (1) en unos platos de calefaccién. *

En algunos tipos de diodos, solamente se efectia
un prensado de la cédpsula. BEn estos diodos, en que el cuerpo
base tiene paredes cénicas, se realiza el alojamiento de la
cépsula en el cuerpo base de forma que queda la parte cénica
introducida en la cédpsula.

Una vez verificada la soldadura de la cédpsula (L)
al cuerpo base (1) se introduce el cable de conexién (6) has-
ta atravesar parte del terminal (3). En la longitud de coinci
dencia del terminal y cable, se procede a un prensado que orid
gina un estrangulamiento (7). Posteriormente se procede a la
soldadura de dicho terminal positivo como a la f£fijacién del
terminal negativo (9) colocado en el tubo inferior (8).

Algunos diodos, como el representado en la figura
2, no lleva terminal negativo. El cuerpo base (1) dispone de
un espdrrago (10) roscado que permite una sﬁjecién a un cuer-
po refrigerador con objeto de evacuar laspérdidas que se trang
forman en calor. A

Los diodos como los representados en la figura 1
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no necesitan esta refrigeracidn ya que la superficie exterior
de la cépsula e hilos de conexidn son suficientes para evacua
dichas pérdidas.

Dicho cuerpo base es de material de cobre libre
de oxigeno.

Descrita sulicientemente la naturaleza del presen
te invento asf{ como su realizacidén industrial, sélo cabe afia-
dir que en su conjunto y partes constitutivas del mismo es po
sible introducir cambios de forma, materia y disposicién en
cuanto tales alteraciones no desvirtden su fundamento.

La Patente de Introduccidn que se solicita por
diez afios para Espafia, de acuerdo con la vigente Legislacién,
no se ha dado a conocer en BEspafia; la fuente de origén es:
SEMIKRON, de Nurnberg {Alemania).

NOTA

La Patente de Introduccidn que se solicita por

diez afios en Espafia, deberd recaer sobre "PROCEDIMIENTO DE
FABRICACION DE DIODOS DE SILICIO DE MEDIA POTENCIA", en todo
de acuerdo con las siguientes

REIVIN DICACIONES:

2, Procedimiento de fabricacién de diodos de
silicio de media potencia, caracterizado porque partiendo de
una tableta de silicio y de un tratamiento térmico de los tey
minales se suceden las siguientes operaciones: soldadura de
la tableta al cuerpo base y del terminal al polo positivo de
la tableta; corrosién, lacado y tratamiento térmicodel laca-
do; soldadura de la cédpsula; prensado y soldado de los termi-
nales; limpiezay tratamiento de estabilizacién.

22,~ Procedimiento de fabricacién de diodos de

silicio de media potencia, en todode acuerdo con la reivindi-

”
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cacién anterior, caracterizado porque antes de la soldadura
de la cédpsula se verifica un prensado de dicha cdpsula al cuel
PO base.

2,~ Procedimiento de fabricacién de diodos de si-
licio de media potencia, en todo de acuerdo con las reivindica-
ciones anteriores, caracterizado porque la soldadura de la taf
bleta al cuerpo base y del terminal a la tableta se realiza er
un horno en atmésfera controlada donde se introduce el cuerpo
base, y sobre €1 la aleacién, tableta de silicio y terminal.

L2,~ Procedimiento de fabricacién de diodos de sid
licio de media potencia, en todo de acuerdo con la reivindica
cin primera, caracterizada porque la soldadura de la tableta
al cuerpo base y del terminal a la tableta se realiza en una
mdquina colocando el tubo de la parte inferior en un elemento
de grafito que lleva un taladro central, produciéndose el ca-
lentamiento a través de una intensidad.

58,- Procedimiento de fabricacién de diodos de si-
licio de media potencia, en todo de acuerdo con la reivindica-
cidn primera, caracterizado porque el cuerpo basetiene una
terminacidn en espdrrago roscado que permite su sujecién a un
cuerpo refrigerador con objeto de evacuar las pérdidas trans-—
formadas en calor.

62.- Procedimiento de fabricacién de diodos de si-
licio de media potencia, en todo de acuerdo con la reivindica-
cién primera, caracterizado porque la colocacidn y soldadura
de la cépsula se realiza introduciendo la cédpsula de forma qug
el terminal del polo positivo de la tableta pase por el tubo
aislado disponiéndose el conjunto de unas bases de calefaccid

para la soldadura de la cédpsula.
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72 .~ "PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE DIODOS DE
SILICIO DE MEDIA POTENCIAM.

Segin queda sustancialmente descrito en la presen
te memoria que consta de siete hojas mecanografiadas por una
sola cara acompaiiada de sus correspzﬁdientes dibujos.

Madrid, @5" /h/m'o /%

Bl Agente Qif

Fdo. MIGUEL FERNANDAZ~LOAYSA PINZON
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